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　低コストでの線材作成を実現する手法として、トリフルオロ酢酸をベースとした金属有機化合
物堆積法（TFA-MOD 法）によるREBa2Cu3Ox（REBCO）線材の作成が注目されている。近年、
BaMO3ナノ粒子を添加した線材が精力的に研究されており、ナノ粒子種・密度の変更[1]や中間熱
処理の導入[2]により、比較的高温領域での臨界電流特性の向上が報告されてきた。特に最近で
は、1回塗布膜厚donceを従来手法よりも小さくすることで、より微小なナノ粒子を高密度に分布さ
せる手法が試みられ、Jc特性の更なる向上が報告されている[3]。これらナノ粒子添加TFA-MOD-
REBCO線材のJc特性は、液体窒素温度を中心とした高温・低磁場領域において幾つか報告されて
いる。一方で、低温・強磁場下における報告は殆どなく、これら条件下における高密度・微小ナ
ノ粒子のピン止め特性は明らかになっていない。 
　そこで本研究では、最近合成が進められている
BaHfO3（BHO）ナノ粒子を添加した TFA-MOD-
REBCOコート線材に着目し、液体ヘリウム温度ま
での低温・30T 級の強磁場下を含む広範な温度・磁
場条件下でのJc特性測定を行なった。測定に用いた
TFA-MOD-(Y,Gd)BCOコート線材は、1回塗布膜厚
donce ≃ 27 nm（新手法[3]）とdonce ≃ 170 nm（従来手
法）のものを用いた。東北大金研強磁場センター
が保有する28T ハイブ リッドマグネットおよび 25T
無冷媒超伝導マグネット等を用い、27 Tまでの磁場
下かつ4.2 K–90 Kの広い温度域において、臨界電流
密度Jcの温度・磁場・角度依存性を四端子法(Ec = 1 µVcm) にて測定した。 
　測定結果の一例として、小粒径BHOナノ粒子が期待されるdonce ≃ 27 nm試料の臨界電流密度の磁
場印加角度依存性を図１に示す。ナノ粒子無添加試料（非掲載）に比べ、あらゆる温度・磁場範
囲でJcが向上し、BHOナノ粒子が有効なピン止め中心として機能していることが示唆された。ま
た、特徴的な振舞いとして、高温領域にて面平行磁場（θ = 90deg.）配置付近でJc(θ)に落ち込みが
見られた。特に65 Kでの測定結果では、この落ち込みが最小値を与えている（図１）。このよう
なJcの落ち込みは、BHOナノ粒子の粒径が大きくなると期待されるdonce ≃ 170 nm試料（非掲載）
では確認されず、ナノ粒子の粒径が強く影響していることが示唆される。 
　当日は、TEM観察によるナノ粒子サイズ・分布の情報も踏まえ、BHOナノ粒子添加TFA-MOD-
(Y,Gd)BCOコート線材におけるピンニング特性について報告・議論したい。 
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図１: donce ≃ 27 nm試料#3のJcの磁場印加角度
θ依存性。θ = 0deg.が面直磁場配置。
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